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U6543 DC 
Schneller statischer Schreib-/Lese-Speicher 

mit wahlfreiem Zugriff (SRAM) 

U 6548 DC 20 und U 6548 DG 20 

Technische Daten 
Grenzwerte 

Kurzcharakteristik 
e Organisation 1024 x 4 Bit 
e Zugriffszeit (ns) 20 
e Zykluszeit (ns) 30 
e Betriebsspannung +5V/+ 10% 
e Geringe Stromaufnahme 50uA 

(Ruhestromverbrauch) 
e Gemeinsame (bidirektionale) 
Datenein-/-ausgänge 

e Tristate-Ausgangsstufen 
e 18poliges DIL-Gehäuse 
e Adreßzwischenspeicherung 

e Datenerhaltung bis Ups = 2V 

e CMOS-Silizium-Gate-Technologie 
e Pinkompatibel zum U 224 

Alle Spannungen sind auf Uss = 0 V bezogen. 

Kurz- 
Kenngröße zeichen min. max. Einheit 

Spannung in allen Pins Usp -0,5 T V 
Verlustleistung Py 0,5 W 

Lagertemperatur * —55 125 C 

Betriebsbedingungen 

Kurz- [|U6548 DG 20 U6548 DC 20 
Kenngröße zeichen |min. max. min. max. Einheit 

Betriebsspannung Uce 4,5 55 4,5 55 V 

Schlafspannung Uccs 2 ® V 

Eingangs-Low-Spannung (Uw -03 0,8 -0,3 0,8 V() 
Eingangs-High-Spannung (U\ Ucc-2 Ucc+0,5 [ Ucı Ucc+0,5 [V 
Umgebungstemperatur Ü, —25 85 70 C 

(1) Eine einmalige Unterschreitung bis —2 V für die Dauer von 10ns innerhalb der 
Zykluszeit ist zulässig. 
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Anschlußbelegung 
und Schaltzeichen 
(Markierung kennzeichnet Seite mit PIN 1) 

A0...A9 Adreßeingänge 
CS Chipauswahl 

WE Lese-/Schreibsteuerung 
D0...D3 Datenein-/-ausgänge 
Uec Betriebsspannung 

Uss Masse 

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts 
vorbehalten.


